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西 谷 幹 彦
皿-Ⅵ族半導体 TISeを極低温ボロメーター素子に応用することを目的として結晶作成を行
ない,その電気的性質及び遠赤外領域における光学的性質を調べた｡今回用いたブリッジマン

































中 ロ 智 之
顕微鏡の結像特性に関する研究は多数なされてきている｡一方従来の顕微鏡に比べて光の利
用効率のよい走査型顕微鏡の結像特性の解析が C.∫.R.Sheppardらによりなされている｡また
最近光源として レー ザを用いた走査型 レー ザ顕微鏡が様々な分野で用いられるようになってき
た｡本研究では実用的な見地からガウシアンビームを考慮した走査型 レー ザ顕微鏡の結像特性
の解析を行ない,ガウシアンビームを考慮しない場合との比較を行なった｡また実際にコンビ
一夕制御による走査型 レー ザ顕微鏡を試作し,その性能を評価した｡
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